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1•一种由下式1表不的（齒）娃酸盐基磷光体：

[式1]

(Sr16_x_yMy)Sia0bXcd(N203):Eu2+z
其中在式1中，M表示选自Mg、Ca和Ba的至少一种金属，X表示F、Cl、Br或I，N表示 

选自B、Al、Ga和In的至少一种金属，

其中：0〈z彡0. 3，和：

χ = ll,y = 0,a = 2,b = 7,c = 4,d = 1;或

χ = ll,y = l,a = 2,b = 7,c = 4,d = 1;或

χ = ll,y = 2,a = 2,b = 7,c = 4,d = 1;或

χ = 7, y = 9, a = 4, b = 16, c = 2, d = 1 ;或

x = 6,y = l,a = 6,b = 21,c = 2,d = 1;或

χ = 0, y = 16, a = 6, b = 24, c = 8, d = 1。

2•权利要求1的（齒）娃酸盐基磷光体，该（齒）娃酸盐基磷光体在350-500nm的激 

发波长下具有51〇-555nm的发射波长。

3•权利要求1的（齒）娃酸盐基磷光体，该（齒）娃酸盐基磷光体具有5-20 μ m的尺 

寸。

4. 一种制造（齒）娃酸盐基磷光体的方法，该方法包括：

第一步骤：根据下式1表示的磷光体的组成比，称取主体材料、硅（Si)的前体、卤化铵 

和活化剂，所述主体材料包含选自锶（Sr)、钙（Ca)和钡（Ba)的至少一种碱土金属的前体， 

所述活化剂包含铕（Eu)的前体，并将所述称取的材料在溶剂中混合；

第二步骤：在100-150°C的烘箱中干燥得自第一步骤的混合物；以及 

第三步骤：在体积比为75-95:25-5的氮气和氢气的混合气体气氛和1000-1350°C的温 

度条件下，对第二步骤中干燥的混合物实施热处理：

[式1]

(Sr16_x_yMy)Sia0bXcd(N203):Eu2+z
其中在式1中，M表示选自Mg、Ca和Ba的至少一种金属，X表示F、Cl、Br或I，N表示 

选自B、Al、Ga和In的至少一种金属，

其中：0〈z彡0. 3，和：

χ = ll,y = 0,a = 2,b = 7,c = 4,d = 1;或

χ = ll,y = l,a = 2,b = 7,c = 4,d = 1;或

χ = ll,y = 2,a = 2,b = 7,c = 4,d = 1;或

χ = 7, y = 9, a = 4, b = 16, c = 2, d = 1 ;或

x = 6,y = l,a = 6,b = 21,c = 2,d = 1;或

χ = 0, y = 16, a = 6, b = 24, c = 8, d = 1。

5. 权利要求4的方法，其中所述前体是选自金属的氧化物、氯化物、氢氧化物、硝酸盐、 

碳酸盐和超氧化物中的一种、或两种或更多种的混合物。

6. 权利要求4的方法，其中所述溶剂是蒸馏水、具有1-4个碳原子的低级醇、或丙酮。
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(卤）硅酸盐基磷光体及其制造方法

背景技术 

技术领域

[0001] 本发明涉及（卤）硅酸盐基磷光体及其制造方法。

[0002] 背景技术

[0003] 用于制造白光发光二极管（LED)的技术在全世界最近受到积极研究，其大体上分

为三类。

[0004] 第一，白色发光器件可通过在一个封装件中安装红光、蓝光和绿光发光二极管芯

片，并控制所述分别芯片进行制造。第二，白色发光器件可通过在UV发光二极管芯片上涂 

覆具有红光、蓝光和绿光发光性能的磷光体进行制造。第三，白色发光器件可通过在蓝光发 

光二极管芯片上涂覆具有黄光发光性能的磷光体进行制造。

[0005] 在这样的常规技术中，使用分别红光、蓝光和绿光发光二极管芯片的白色发光器

件具有的问题是其工作电压不均匀，和各自芯片的输出功率根据室温而改变。这改变了色 

坐标，因此难以使各自的颜色彼此均匀地混合。因此，在这种白色发光器件中，难以获得纯 

白光。此外，考虑到各芯片或各发光二极管的电性能，需要另外的操作电路。此外，需要控 

制这类电路。因此，所述技术具有的缺点在于制造工艺复杂，以及鉴于功耗而低效率地显现 

出高亮度白光。

[〇〇〇6] 为了解决上述问题，制造商目前在白光发光器件的制造中将磷光体涂覆在UV发

光二极管芯片上，其中将具有红光、蓝光和绿光发光性能的磷光体以预定比混合，或者将具 

有黄光发光性能的磷光体涂覆在蓝光发光二极管芯片上。该方法需要简单工艺且具有经济 

上的优势，相比使用分别红光、蓝光和绿光发光二极管芯片的上述方法。此外，在该方法中， 

加色混合可通过使用由磷光体发出的光而实现。因此，存在的优势在于容易调节色坐标，并 

且可显现出各种颜色。

[0007] 特别地，具有许多关于使用作为蓝光发光二极管芯片上的活化剂的铕，和含有碱

土金属的硅酸盐基磷光体的方法的专利申请。例如，韩国专利申请公开No. 2003-0067609、 

2006-0015036和2002-0025696披露了通过使用发射蓝光的氮化镓（GaN) LED芯片，和发射 

主要在460nm波段的黄光的YAG:Ce3+ (钇铝石榴石)磷光体而显现出白色的方法。此外，韩 

国专利申请公开No. 2006-0111116A披露了具有式（Sri_x_yAx) 2SiOz: Euy的磷光体（A表示选 

自Mg、Ca、Sr、Br和Ra的至少一种碱土金属，0 < x〈l，0· 001 < y < 0· 3，ζ表示1-5的整 

数)。这样的磷光体发射出在约300nm-480nm具有吸收峰和在约500nm-680nm具有发射峰 

的黄光，特别是当〇 < x < 〇. 35时。在通过将磷光体涂覆在具有短波长范围的发光二极管 

芯片上而显现出白光的这类方法中，所述磷光体的激发波长必须准确地对应于光源波长。 

如果它们没有彼此对应，则该磷光体具有低的激发效率，且因此具有非常低的亮度。这导致 

色坐标的严重偏差。此外，可以使用发绿光的硅酸盐基磷光体来获得发光器件，在该发光器 

件中通常使用Eu2+离子作为活化剂，并且使用具有式A2Si04:Eu2+的绿光磷光体(在该式中， 

“A”表示选自“51"”、1&”、“0&”、“1%”等的两种或更多种的化合物，并且可以共掺杂除£112+外
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的另一种离子)。然而，常规发绿光的磷光体具有由于不规则的形态而降低其亮度的问题， 

所述不规则的形态例如在热处理过程期间大量残留物的产生，和具有不规则尺寸的荧光颗 

粒的合成。此外，存在的问题是在所述离子于热处理环境中进行掺杂的情形中按照常规所 

用的化合物种类使亮度降低。

[0008] 公开内容的综述

[0009] 本发明的发明人进行研究并作出努力以解决显色、低亮度和可靠性的问题。其结

果是，通过在含有碱土金属的（卤）硅酸盐基主体材料中使用铕作为活化剂而开发出绿光 

磷光体，这避免了所述问题。然后，基于所述开发完成了本发明。

[0010] 因此，本发明的目的是提供具有改善的发光亮度的新型（卤）硅酸盐基磷光体。

[0011] 此外，本发明的另一个目的是提供制造具有改善的发光亮度的新型（卤）硅酸盐

基磷光体的方法，其中在该方法中形态得到改善。

[0012] 在一方面，本发明提供了由下式1表示的（卤）硅酸盐基磷光体。

[0013][式 1]

[0014] (Sr16_x_yMy)Sia〇bXcdN2〇3：Eu2+z

[0015] 在上式1中，M表不选自Mg、Ca和Ba的至少一种金属，X表不F、Cl、Br或I，N表不选 

自 Y、La、Nd、Gd、Lu、B、Al、Ga 和 In 的至少一种金属，0 < χ < 16,0 < y < 16,0 < x+y < 16, 

0〈z 彡 1，0. 9〈a 彡 6,3〈b 彡 24,0 彡 c 彡 8 和 0 彡 d 彡 2。

[〇〇16] 发明人对常规硅酸盐磷光体的亮度的改善进行了深入研究，然后发现当以特定量

加入具有三价元素的（卤）硅酸盐磷光体时，或者当以特定量加入具有卤素元素的（卤） 

硅酸盐磷光体时所述磷光体显示出改善的亮度。

[0017] 在另一方面，本发明提供了制造（卤）硅酸盐基磷光体的方法，该方法包括：第一 

步骤：根据上式1表示的磷光体的组成比，称取主体材料、硅（Si)的前体、卤化铵和活化剂， 

所述主体材料包括选自锶（Sr)、钙（Ca)和钡（Ba)的至少一种碱土金属的前体，所述活化剂 

包括铕（Eu)的前体，并将所述称取的材料在溶剂中混合；第二步骤：在100-150°C的烘箱中 

干燥得自第一步骤的混合物；第三步骤：在氮气和氢气（体积比为75-95:25-5)的混合气体 

气氛和1000-1350的温度条件下，对第二步骤中干燥的混合物实施热处理。

[0018] 本发明的（卤）硅酸盐基磷光体可以随碱土金属的种类和含量显示出发射波长的

变化。此外，其可以随助活化剂的选用显示出发射波长的变化和亮度的提高。因此，可在各 

种发光器件例如发光二极管、激光二极管、表面发射型激光二极管、无机电致发光器件和有 

机电致发光器件中使用该磷光体。换言之，从工业观点来看本发明的磷光体是非常有用的。 

[0019] 附图简要描述

[0020] 图la和lb显示了根据本发明实施例1-13的磷光体的发射光谱的坐标图；

[0021] 图2显示了发射光谱的坐标图，其描述了根据本发明通过加入过量镓（Ga)所致的 

磷光体亮度的改善；

[0022] 图3显示了发射光谱的坐标图，其描述了根据本发明通过加入氯化物（SrCl2)所 

致的磷光体的波长和亮度的变化；

[0023] 图4显示了发射光谱的坐标图，其比较了根据本发明通过加入氯化物（SrCl2)所 

致的磷光体亮度的改善；

[0024] 图5显示了描述根据本发明通过加入氯化物（SrCl2)所致的磷光体热特性的改善
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的坐标图；

[0025] 图6a和6b显示了按本发明实施例1制备的磷光体（SrBa)Si04Ga203:EuQ.Q15的扫 

描电子显微照片；

[0026] 图7显示了封装型白光发光二极管的视图；

[0027] 图8显示了顶部发光二极管的视图；和

[0028] 图9显示了当环氧树脂和磷光体的重量比改变（1:0. 15、1:0. 25和1:0. 35)时，白

光发光二极管的发射光谱的坐标图，其中所述白光发光二极管包括按本发明实施例1制备 

的磷光体（(SrBa)Si04Ga203:EuQ.Q15)并且使用在450nm发射光的芯片。

[0029] 附图中给出的参考数字包括下文进一步论述的以下提及的元件：

[0030] 1 :UV发光芯片2 :银（Ag)糊

[0031] 3 :三原色荧光材料4 :金（Au)线

[0032] 5:环氧化物6:引线框架

[0033] 详述

[〇〇34] 现将详细参考本发明的各个实施方案。

[0035] 本发明涉及由下式1表示的（卤）硅酸盐基磷光体，其中使用含有选自锶（Sr)、钙 

(Ca)和钡（Ba)的至少一种碱土金属的（卤）硅酸盐作为主体材料，以及使用铕（Eu)作为 

活化剂；

[0036][式 1]

[0037] (Sr16TyMy)Sia〇bXcdN203：Eu2+z

[0038] 在上式1中，M表不选自Mg、Ca和Ba的至少一种金属，X表不F、Cl、Br或I，N表不选 

自 Y、La、Nd、Gd、Lu、B、Al、Ga 和 In 的至少一种金属，0 < χ < 14,0 < y < 16,0 < x+y < 16, 

0〈z 彡 1，0. 9〈a 彡 6,3〈b 彡 24,0 彡 c 彡 8 和 0 彡 d 彡 2。

[0039] 本发明的（卤）硅酸盐基磷光体包括含有选自锶（Sr)、钙（Ca)和钡（Ba)的至少

一种碱土金属的（齒）娃酸盐作为主体材料。

[0040] 所述（卤）硅酸盐基磷光体使用铕（Eu)作为活化剂，并且还可以与铕（Eu) —起 

使用包括选自钇（Y)、铈（Ce)、镧（La)、锰（Μη)和钐（Sm)的至少一种金属的助活化剂。 

[0041] 此外，本发明涉及通过烧制金属化合物的混合物制造由上式1表示的磷光体的方

法，其中M表示选自二价元素例如Mg、Ca和Ba的至少一种金属，N表示选自三价元素例 

如 Y、La、Nd、Gd、Lu、B、Al、Ga 和 In 的至少一种金属，X 表示 F、Cl、Br 或 I，0 < χ < 14, 

0彡y彡16,0彡x+y彡16,0〈z彡1，0. 9〈a彡6,3〈b彡24,0彡c彡8和0彡d彡2,并且 

所述金属化合物的混合物含有SrCl2或SrF2。

[0042] 此外，本发明涉及通过烧制金属化合物的混合物制造由上式1表示的磷光体的方

法，其中M表示选自二价元素例如Mg、Ca和Ba的至少一种金属，N表示选自三价元素例 

如 Y、La、Nd、Gd、Lu、B、Al、Ga 和 In 的至少一种金属，X 表示 F、Cl、Br 或 I，0 < χ < 14, 

0彡y彡16,0彡x+y彡16,0〈z彡1，0. 9〈a彡6,3〈b彡24,0彡c彡8和0彡d彡2,并且 

所述金属化合物的混合物含有CaCl2或CaF2。

[0043] 此外，本发明涉及通过烧制金属化合物的混合物制造由上式1表示的磷光体的方

法，其中M表示选自二价元素例如Mg、Ca和Ba的至少一种金属，N表示选自三价元素例 

如 Y、La、Nd、Gd、Lu、B、Al、Ga 和 In 的至少一种金属，X 表示 F、Cl、Br 或 I，0 < χ < 14,
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0彡y彡16,0彡x+y彡16,0〈z彡1，0. 9〈a彡6,3〈b彡24,0彡c彡8和0彡d彡2,并且 

所述金属化合物的混合物含有BaCl2或BaF2。

[0044] 此外，本发明涉及通过烧制金属化合物的混合物制造由上式1表示的磷光体的方

法，其中M表示选自二价元素例如Mg、Ca和Ba的至少一种金属，N表示选自三价元素例 

如 Y、La、Nd、Gd、Lu、B、Al、Ga 和 In 的至少一种金属，X 表示 F、Cl、Br 或 I，0 < χ < 14, 

0彡y彡16,0彡x+y彡16,0〈z彡1，0. 9〈a彡6,3〈b彡24,0彡c彡8和0彡d彡2,并且 

所述金属化合物的混合物含有EuC13或EuF3。

[0045] 本发明的（齒）娃酸盐基磷光体在350-500nm的激发波长下具有51〇-555nm的

发射波长，并且根据碱土金属的种类和含量显示出例如发射波长的变化和亮度的提高的特 

性。此外，其根据助活化剂的选用显示出例如发射波长的变化和亮度的提高的特性。

[0046] 制造本发明的（卤）硅酸盐基磷光体的方法不受特别限制，只要其为本领域中通

常所用。例如，所述方法可以包括第一步骤：根据上式1表示的磷光体的组成比，称取主体 

材料、卤化铵和活化剂，所述主体材料包括锶（Sr)、钡（Ba)、镓（Ga)和硅（Si)的前体，所述 

活化剂包括铕（Eu)的前体，并将所述称取的材料在溶剂中混合；第二步骤：在100-150°C的 

烘箱中干燥得自第一步骤的混合物；第三步骤：在氮气和氢气(体积比为75-95:25-5)的混 

合气体气氛和l〇〇〇-1350°C的温度的条件下，对第二步骤中干燥的混合物实施热处理。 

[0047] 所述（卤）硅酸盐基磷光体还可以随铕（Eu) —起使用选自钇（Y)、铈（Ce)、镧 

(La)、锰（Μη)和钐（Sm)的一种或两种以上金属的前体作为助活化剂。铕（Eu)、钇（Y)、铈 

(Ce)、镧（La)、锰（Μη)和钐（Sm)各自的前体可以是选自各个金属的氧化物、氯化物、氢氧化 

物、硝酸盐、碳酸盐和超氧化物中的一种、或两种或更多种的混合物。

[0048] 在制造（卤）硅酸盐基磷光体的方法的第一步骤中，锶（Sr)、M(M表示选自二价元 

素例如Mg、Ca和Ba的至少一种金属）、Ν (N表示选自三价元素例如Y、La、Nd、Gd、Lu、B、A1、 

Ga和In的至少一种金属）、硅（Si)和铕（Eu)各自的前体可以是选自各个金属的氧化物、 

氯化物、氢氧化物、硝酸盐、碳酸盐和超氧化物中的一种、或两种或更多种的混合物。

[0049] 特别地，在锶（Sr)的前体中，碳酸锶盐的发光强度特性是优异的，因此可以更优

选地加以使用。同时，氯化锶不仅用作前体而且还用作用于卤硅酸盐磷光体主体材料的氯 

(C1)源，因此其加入量需要在锶（Sr)的组成比的基础上再加上2摩尔。此外，在硅（Si)的 

前体中，更优选使用在产量（productivity)方面优异的二氧化娃。

[0050] 在卤素元素是C1的情形中，氯化物例如SrCl2、BaCl2 *EuC13可以按使得本发明

的磷光体可含有卤素元素这样的方式作为含有相应金属元素的化合物中的一种使用。而另 

外，在其中这种氯化物不作为含有相应金属元素的化合物使用的情形中，使用氯化铵。同 

时，甚至在其中使用这种氯化物的情形中，也可以使用氯化铵。当在这些材料中使用SrCl2 

并且金属化合物的混合物含有SrCl2时，可获得高度结晶氧化物，并且可产生具有改善亮度 

的磷光体。因此，优选SrCl2 [图2-5]。

[0051] 在其中卤素元素是F的情形中，氟化物例如SrF2、BaF2或EuF3可以按使得本发明

的磷光体可含有卤素元素这样的方式作为含有相应金属元素的化合物中的一种使用。而另 

外，在其中这种氟化物不作为含有相应金属元素的化合物使用的情形中，使用氟化铵。同 

时，甚至在其中使用这种氟化物的情形中，也可以使用氟化铵。当本发明的卤素元素是C1 

或F时，金属化合物的混合物例如可以含有SrCl2或EuF3。

6
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[0052] 使所述前体混合的方法不受特别限制，只要其为本领域中通常所用。例如，可以使 

用如研钵研磨、湿式球磨或干式球磨的混合方法。此外，在使所述前体混合中所用的溶剂不 

受特别限制，只要其为本领域中通常所用。例如，可以使用蒸馏水、具有1-4个碳原子的低 

级醇、丙酮等。

[0053] 在制造（卤）硅酸盐磷光体的方法的第二步骤中，用于使溶剂蒸发的干燥温度为 

100-150°C。在本文中，当干燥温度小于100°C时，溶剂不会蒸发。在另一方面，当所述温度 

大于150°C时，溶剂本身可以与本发明磷光体的组分反应，从而产生副产物。因此，优选维持 

上述范围。

[0054] 在制造（卤）硅酸盐基磷光体的方法的第三步骤中，在热处理中使用氮气和氢气 

的混合气体。在本文中，按使得（卤）娃酸盐基磷光体中活化剂可被取代（substitute)这 

样的方式进行还原处理。在本文中，当氢气的体积比小于5%时，磷光体的还原进行不完全。 

因此，不会完全产生娃酸盐基晶体。在另一方面，当氢气的体积比大于25%时，存在混合气 

体爆炸的危险，这是由于该混合气体在高温下的反应性。因此，优选维持氮气和氢气的体积 

比为 75-95:25-5。

[0055] 在（卤）硅酸盐基磷光体的热处理中，热处理的温度为1000-1350°C。在本文中， 

当热处理温度小于l〇〇〇°C时，不会完全产生硅酸盐基晶体。这降低发光亮度，从而降低发 

光效率。在另一方面，当热处理温度大于1350°C时，（卤）硅酸盐基磷光体的晶体发生离析 

(separate)和烙化。这使得难以制造磷光体粉末和控制粉末的尺寸。

[0056] 由上述方法获得的磷光体可以通过球磨机或喷射研磨机进行研磨，研磨和烧制步

骤可以重复两次或更多次。视需要，可以将所得磷光体进行洗涤或分选。在一些情形中，卤 

素元素的含量可以通过洗涤步骤进行控制。在其中于洗涤步骤后实施引起卤素元素含量改 

变的操作的情形中，当磷光体中卤素元素改变的含量满足上述摩尔比时，认为该磷光体属 

于本发明的磷光体。烧制磷光体内卤素元素的含量通过在洗涤步骤中的控制而降低，之后 

几乎不变并保持稳定。具体地，所述洗涤步骤包括使金属化合物的混合物的烧制步骤后获 

得的烧制产物与酸接触的步骤。在该情形中，所得磷光体具有更加改善的亮度，并且是优选 

的。此外，当使该烧制产物与酸接触时，在l〇〇°C下可以提高亮度，从而改善该磷光体的温度 

特性。使该烧制产物与酸接触的方法包括将烧制产物浸入酸中的方法，在搅拌期间将烧制 

产物浸入酸中的方法，和通过湿式球磨将烧制产物与酸混合的方法。优选地，可以使用在搅 

拌期间将烧制产物浸入酸中的方法。

[0057] 所述酸的具体实例可以包括有机酸例如乙酸和草酸，或无机酸例如盐酸、硝酸和 

硫酸。优选盐酸、硝酸或硫酸，特别优选盐酸。所述酸优选具有约〇.〇〇l-2mol/L的氢离子 

浓度，这是出于其操作原因。所述酸与烧制产物接触的温度是室温（约25°C)，视需要，可 

以将所述酸加热到约30-约80°C。烧制产物通常与酸接触1秒-约10小时。

[0058] 本发明提供了包括上式1表示的（卤）硅酸盐基磷光体和半导体发光二极管芯片 

且受从该发光二极管芯片发出的光激发的发光器件。更具体地，本发明的（卤）硅酸盐基 

磷光体可以有效地应用于需要良好的演色（color rendition)性、高的耐久性和高亮度的 

发光器件，例如发光二极管、激光二极管、表面发射型激光二极管、无机电致发光器件或有 

机电致发光器件。

[0059] 本发明的（卤）硅酸盐基磷光体可以单独使用，可以与其它磷光体组合使用。此

7
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外，本发明的（齒）娃酸盐基磷光体可以优选具有5-20 μ m的尺寸使得其可以用于发光器 

件。在本文，当所述磷光体的尺寸小于5 μ m时，可降低亮度，而在另一方面，当所述尺寸大 

于20 μ m时，难以将所述磷光体应用于发光器件。因此，优选维持上述范围。

[0060] 作为发光器件的实例，发光二极管包括用于发射光的光源，用于支承光源的基底，

和围绕所述光源模制的模制件。因此，用于发光器件的涂覆用磷光体组合物，其包括本发明 

的（卤）硅酸盐基磷光体和作为模制件的透明树脂，可以围绕发光二极管芯片进行模制以 

便获得发光二极管。在本文中，用于发光器件的涂覆用磷光体组合物可以根据发光器件的 

应用领域而包括预定含量比的本发明（卤）硅酸盐基磷光体和透明树脂。该透明树脂不受 

特别限制，只要其为本领域中通常所用。例如，可以使用环氧树脂、硅树脂、聚酰亚胺树脂、 

脲树脂、丙烯酸树脂等。模制件必须包括本发明磷光体中的至少一种，而与单一结构或多重 

结构无关。

[0061] 虽然已通过具体实施方案描述了本发明发光器件的技术特性，但是对于本领域技

术人员而言明显的是，可以在本发明的精神范围内对本发明发光二极管的构造作出添加、 

修改和删除。

实施例

[0062] 以下实施例描述本发明并且并不意欲限制本发明。

[0063]实施例 1-13

[0064] 将各自金属的前体以下表1中所示的组成进行混合。将混合物加入到50ml乙醇

中并通过球磨混合1小时。在100°c的干燥器中将该混合物干燥6小时以便使乙醇完全挥 

发。将溶剂完全干燥后剩余的混合物装入氧化铝坩锅中，并在1150°C下进行热处理3小时。 

此时，向其供给包括50cc/min氢气和150cc/min氮气的混合气体以使所述热处理可以在还 

原气氛下进行。然后，将所得磷光体按使得其颗粒尺寸可以为20μπΐ或更小这样的方式进 

行粉碎。对于按上述制备的磷光体，通过使用激发波长为450nm的发射光谱测试光学性能。 

结果示于下表2中。

[0〇65]【表1】

[0066]

8
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编号 式

前体績量.g>
〇r 1 Ca. Ba,

Mg
Gs^1, Si | X | Eu 助活

化剂

实施例
(SrBj〇Si04(；«：0^: Fn„(t,5 SrCO, Ba( Ολ 

(0.30) | (0.72)

1 1........SrCIj........I

(；a,o, SiO： F.u3〇3
(11.291 (0.23) ((U)!)

1 C〇.«i)

-

实施例

2
(SrBi〇A[2SiO： :

SrCO, | BaCO, 

HL29) ] (0.6(>)

........Srclj........

Λ1:0. Si02 Eu:〇3
«>■38) (0.22) 0UII)

I 1 («.«») 1

-

实施例

3
(SrBaJIii^SiOf i Etio^is SiC〇3 UKXh 

(0.22) (η.5)

| SrCI2

ΐπ,ο, SiO： ΐΰΐ,ο,,
(11.77) ((1.17) (1ΜΚ)Κ)

1 («•»!)

-

实麵

4
(SrBj〇AiGaSi(> :

Si C O, | BaCO, 

(».27) (0.61)

.........

GajO, 1 f'f!：
(0.32) SiO： ' Ε,.,0,

21) ϋ丨

(.18) (〇JI)
-

实施例

5 (SrB^InGaSiO-:
GaiOs 1 恐
(<I-2S) SiO： Εΐΐ,(),
1π:(), ((Μ8) ；：：'；. ((Μ10Χ)

| 1 (Si) 1
-

实施例

6
(Sf2Ba)Si20,Gi!，0., : Fu,,：,,

SrCO. ! BaCO. 
(ΐΚ53) (0.52)

1 SrCl2

(；：.,0, SiO： Eu20,
(».2) ,„.31, ^ («1.014)

1 (0.01) 1

-

实施例

1 (Sr?)Si，0-CI^Gn2〇3 ： Eu,u
SrC03 |

(〇.%) | "
Ga>〇3 I SiOt SrCl2 EtijO^
{».12) {».2) 6Η,0 (IUIS) -

[0067]
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1 I 1 1 I mm I
! nh4CI

I ! ! 1 (〇.〇5) 1

s:;(i

实施例
8 Eu«.3

SrCO,
(0.77)

BaCO,
(tU2> (0.12)

SiO,
m) (OM)

ΝΚ,Π
(0·059)

Eu:Os
((MIS) »

SrCl,
ΜηΟ
(().0()6

)

实施例19 (Sr4Biii)Si：CM :
ΜΠ(μ

SrCO, i 
CftJT) !

BAdh
(0.32)

Cia.O, 
«1.12.)

SiO:
(0.2)

<^h.〇
(υ.60)
MUCl
mm) \

Κ1ΐ1Ο3

(i)M)

实*例

30
(Srj；( Jh B**i)Si：〇7(.

ψ

S«C〇3 丨

i

CaO
(0.09)
BuCOj
(0.32)

«U2)
SiO，
(0.2)

SrCl>
6Η/)
(0.61·)
ΝΗ,α
«>.〇?*>)

((MIS)

实施例

11
(SrX HiBiii)Si.〇7F^Gih〇^:

EttlU
SrCO,
(0.57) i

CaO

i\)Am
BuCO,
(0.32)

Ga>〇i
HU2)

Si02
(ill)

CaF2 !
(0.26)
NHjCI
(0.059)

Et”0'
(O.(iS) -

实施例 (Sr*C Bit] ΐ4θΐΐτΟ^
:Εϋ(ΐ,3, Cctt.es

SrC03 i 
C〇.57) i

CaO
((Μ19)
BaCO,
((ΐ.32)

Gu >0, 
(ο,π)

SiO：
(0.2)

SrCl2 丨

6H20
(0.6ΐ1)
SihC\
{(Μ)59)

Eu：〇3
{0.1*8}

Ce〇2

(0,013
)

!
C；iO

ihiCXh
(0J2)

SrCi,

实施例
13

(SnCijjB^rjSi.O.CUGu.O,
；EUjKJ, YflJB

Si-co,
(«J7) |

GrljO,
((Μ2)

SiO,
(0.2)

6Η,0
(0.0(1)
MliCI

1 (0.059)

Imi.O,
((Μ^)

Y2O3

((1.(Κ19
)

实施例
14

c μ,Μ;-Η1,ο,,,( ：

CiiCO,
(0,«2)

" 叫(）

((Μ17)

(“”()■，
{ϋΛλ)

SiO；
i^ii)

CaCI2 !
2Η,0

ΝΠ,( 1

1:ηΛ)λ

(0J*6) *

SKI!

实施例
15

(-S _i ■，(;“ ·ΐ()■“
Ett〇.2

SrCO,
(«J7)

\hi( ( Κ 
"U7>

GaA
(0.07)

si〇,
(0,34)

6M>()
(θ.51η
Mi.O
((Μ15^)

Kti,(K
職

实施例
16

(Cal4Mg2)Si6024CIsGaI031 

Ew〇,2

(α(0,
(0,S1)

" Mu〇

(0,08)

G^2〇3
(0,07)

SiO:
(0J3)

(a( J； 
2iU) 
(0,6S) 
Μ1,( 1 
〇M)5'>)

ℓ:…Ολ
-

[0068] * 实施例 1 :x=14, y=l，

[0069] * 实施例 2 :x=14, y=l，

[0070] * 实施例 3 :x=14, y=l，

[0071] * 实施例 4 :x=14, y=l，

[0072] * 实施例 5 :x=14, y=l，

[0073] * 实施例 6 :x=13, y=l，

[0074] * 实施例 7 :x=ll，y=0,

ζ=0· 015, a=l，b=4, c=0, d=l〇 

ζ=0· 015, a=l，b=7, c=0, d=2〇 

ζ=0· 015, a=l，b=7, c=0, d=2〇 

ζ=0· 015, a=l，b=7, c=0, d=2〇 

ζ=0· 015, a=l，b=7, c=0, d=2〇 

ζ=0· 03, a=2, b=7, c=0, d=l〇 

ζ=0· 3, a=2, b=7, c=4, d=l〇

10
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[0075] * 实施例 8 :x=ll，y=l，ζ=0· 3, a=2, b=7, c=4, d=l〇

[0076] * 实施例 9 :x=ll，y=l，ζ=0· 4, a=2, b=7, c=4, d=l。

[0077] * 实施例 10 :x=ll，y=2, ζ=0· 3, a=2, b=7, c=4, d=l〇

[0078] * 实施例 11 :x=ll，y=2, ζ=0· 3, a=2, b=7, c=4, d=l。

[0079] * 实施例 12 :x=ll，y=2, ζ=0· 35, a=2, b=7, c=4, d=l〇

[0080] * 实施例 13 :x=ll，y=2, ζ=0· 35, a=2, b=7, c=4, d=l〇

[0081] * 实施例 14 :x=7, y=9, ζ=0· 2, a=4, b=16, c=2, d=l〇

[0082] * 实施例 15 :x=6, y=l，ζ=0· 2, a=6, b=21，c=2, d=l〇

[0083] * 实施例 16 :x=0, y=16, ζ=0· 2, a=6, b=24, c=8, d=l〇

[0084] 测试例 

[0085] 测试例1

[0086] 通过使用光致发光机械装置（PSI COTporation)测发射波长下的光谱和亮度量。

[〇〇87]【表2】

[0088]

编号
式 |

发光波长丨

(ffl； 450 11m 
—敝）

尺寸(μηΐ)

实施例1 (SrBa)Si〇4Ga2〇3：Eu«.〇i5 516 nm 1 15 μπχ
实施例2 (SrBa)AhSi〇7：Eu〇.〇i5 535 nm | 19μηΐ
实施例3 (SrBa)In2Si〇7：Eu0.〇,5 517 nm | 19 μπΐ
实施例4 (SrBa) AIGaSiO?: Eumi s 519 nm ! 15 μηΐ
实施例5 (SrBa)lnGaSiO?:Ew 酬 5 [ 517 nm | 15 \im
实施例6 (Sr2Ba)Si2〇7Ga2〇3：Eii(y>3 522 nm | 10 μοΐ
实施例7 (Sr5)Si2〇7〇4Gji2〇3:Eu(jj 520 nm 1 15 μΐη
实施例8 (Sr4Ba,)SI207a4Ga2〇3：E,i»3 545 nm 1 15μΐη
实施例9 (Sf4B«ii)Si2〇7Cl4Ga2〇3tEii〇3 ? Mn〇j 1 555 0 m | 20 μηΐ
实施例10 (SrjCa! Bai )Si2〇7〇<Gaj〇3： Eu〇j 550 nm 1 20 μπΐ
实施例H (SrjCaiBai)Si207F4Ga2〇3：EUtu 552 nm 1 20 μηΐ
实施例12 (Sr3CaiBai)Si2〇7Cl4Ga2〇iJEu〇j5 Ce〇.〇5 | 550 nm | 15μηΐ
实施例13 (SrjCaiBai)Si2〇7Cl4Ga2〇3；Eu〇j» ¥〇.〇5 550 nm | 15 μπΐ
实施例14 (Ca8Mg)Si4〇,6Cl2Ga2〇3：Eii0.2 5fU 11m 20 μπΐ
实施例1S (SrfBa)Si6〇2102G112O3 :Ε Uft.2 545 nm 15 |im
实施例16 (Cai4Mg2)Si6〇24ClsGa2〇3；Eu〇.2 |

515 nm 15 μηΐ

[0089] 如上表2中所示，发现本发明的（卤）硅酸盐基磷光体通过450mn的激发波长而 

发射出波长范围为51〇-555nm的光。该磷光体与常规磷光体具有不同的结构，并且能够显 

现出各种颜色的磷光体而可有多样的用途。

[0090] 此外，本发明的（卤）硅酸盐基磷光体可以根据碱土金属的种类和含量而显示出 

发射波长的变化，并且可以根据助活化剂的选用而具有例如改变发射波长和提高亮度的效
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果。因此，预期当将该磷光体应用于根据本发明的各种发光器件时，可实现低的功率消耗。 

[0091] 测试例2 :绿光发光二极管的制造

[0092] 图7和8分别显示了封装型绿光发光二极管和顶部绿光发光二极管。这种绿光发 

光二极管具有电极和用银（Ag)糊粘附固定的LED芯片，其中LED芯片通过金（Au)线与电 

极电连接。LED芯片容纳在带孔杯（hole cup)内，所述带孔杯包括通过将作为透明树脂的 

环氧树脂与根据实施例1的（卤）硅酸盐基磷光体以1:0. 15、1:0. 25和1:0. 35的重量比 

混合得到的混合物。将磷光体的混合物注入带孔杯中，并在140°C下进行固化。通过该过 

程，制造出最终产品。在本文中，于图7中，在反射器内形成混合物的固化部分。在本文中， 

绿光发光光谱示于图9中。

12
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图1
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图5
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图6
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图7

图8
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